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以上の結果， Wagner と Ellis により提案されたホイスカ成長のモデル-VLS mechanismーを拡
張した VLS-} ike mechanism に従って非品質ホイスカが成長すると結論できた。
非品質ホイスカの物理的性質のひとつとしてシリコン・ホイスカのヤング率測定を行ったが，ホイ











は0.1 ~50μmでト長さは最大で 1 cmf.呈度のものが得られた。 x線及び電子線解析によりこのホイスカは
非品質と判定された。シリコンでは5000C ~800"Cで非品質ホイスカのみが成長するが，ゲルマニウム
では3000C ~ 6000C の範囲で非品質，多結晶，単結晶の順に異なる構造のホイスカが成長した。光学系
による成長途中の観察ならびに走査型電子顕微鏡の観察により，成長は先端で起こり，長さと太さ方
向の成長は全く独立な活性化過程に支配されていることが判明した。定量的な解析結果として長さと






Mの6.2X1012dyne/ cm 2 を得ている。これは構成原子相互間の結合が単結晶よりも平均的に弱いことを
示している。
以上のように巽君の研究は単純な背景のもとで非品質ホイスカの成長機構の研究を行ない，この分
野で物理的に重要な知見を得たものであって，理学博士の学位論文として十分価値あるものと認めら
れる。
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